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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Inspek-
tion einer Maske fiir die Rontgenstrahllithographie oder
die Korpuskularstrahllithographie, in welcher Vorrich-
tung im Strahlengang einer Projektionseinrichtung ein
fiir einen Inspektionsstrahl durchlédssiger Aufnahmetisch
fiir die zu inspizierende Maske angeordnet ist, der als
mit einer Durchbrechung 3 versehener Koordinatentisch 4
ausgebildet ist, wobei unter der Durchbrechung 3 eine
Emitterfldche 5 fiir die Sekunddrstrahlung 6, resultie-
rend sus den die Maske 2 durchsetzenden Ionenstrahlen
angeordnet ist und die Sekundérstrahlung einem Detektor
7 “zugefiihrt wird, dessen Signale in einen Bildspeicher
eingespeist werden. Bei Arwendung des erfindungsgemsifien
Verfahrens wird der Inspektionsstrahl rasterfirmig iber
die Maske bewegt. h

VR Qo788

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR INSPEKTION EINER MASKE
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Inspektion einer Maske fiir die Réntgenstrahllithographie oder die
Korpuskular-, insbes. Ionenstrahilithographie, wobei fiir die Rontgenstrahllithographie die Maske mit Strukturen
in Gestalt von fiir Rontgenstrahlen undurchldssigen Bereichen und fiir die Korpuskular-, insbes.
Ionenstrahllithographie die Maske mit Strukturen in Gestalt von Durchbrechungen versehen ist, in welcher
Vorrichtung im Strahlengang einer Projektionseinrichtung ein fiir einen Inspektionsstrahl, der ein
Korpuskularstrahl, z. B. ein fein fokussierter Elektronen- oder Ionenstrahl sein kann, durchlissiger
Aufnahmetisch fiir die zu inspizierende Maske angeordnet ist und in der Vorrichtung weiters ein Detektor
vorgesehen ist.

Es besteht ein Bedarf an Moglichkeiten, Defekte an Masken, die fiir die Lithographie verwendet werden, zu
erkennen, u. zw. nach dem Ort des Fehlers und nach der Art des Fehlers.

Durch die EP-A3-18031 wurde ein Rasterelektronenmikroskop bekannt, in dem mehrere verschiedene
Detektoren beweglich zur Erfassung von Sekundérstrahlung verwendet werden. Es handelt sich dort um eine
Verbesserung eines handelstiblichen Elektronenstrahlmikroskops, um es zum automatischen Ausrichten
(Alignment) des Strahles auszunutzen. Die bekannte Vorrichtung ist jedoch nicht dazu vorgesehen, um Masken
zu inspizieren und genau jene Fehlstellen der Maske anzuzeigen, welche hinsichtlich der Abbildung in einem
Lithographiegerit von Bedeutung sind.

Um nun Defekte an Masken zu erkennen, die fiir die Lithographie verwendet werden, u. zw. nach dem Ort und
nach der Art des Fehlers, wird bei einer Vorrichtung der eingangs erwihnten Art erfindungsgem48 vorgeschlagen,
daB der Aufnahmetisch in an sich bekannter Weise als mit einer Durchbrechung versehener Koordinatentisch
ausgebildet und gegebenenfalls drehbar ist und daB unter der Tischdurchbrechung eine Emitterfliche fiir
Sekunddrstrahlung, resultierend aus den die fiir R6ntgenstrahlen durchlissigen Bereiche bzw. die Offnungen der
am Aufnahmetisch lagernden Maske durchsetzenden Inspektionsstrahlen angeordnet ist und der Detektor als an
sich bekannter Detektor fiir die von der Emitterfliche kommende Sekundirstrahlung ausgebildet ist, und da8 die
Signale dieses Detektors, gegebenenfalls nach Modifikation, einem Bildspeicher zufiihrbar sind und daB
vorzugsweise eine weitere Bildspeichereinrichtung vorgesehen ist, die Signale aufnimmt, die von einem auf der
der Emitterfliche abgewandten Seite des Aufnahmetisches der Maske angeordneten Detektor (Auflichtdetektor) fiir
Sekundirstrahlen kommen, die von der Maske ausgehen,

In der erfindungsgeméBen Vorrichtung kann die Maske nun von dem Inspektionsstrahl rasterformig
tiberstrichen werden. Besonders geeignet ist ein feinfokussierter Elektronen- oder Ionenstrahl. Der Strahlengang
kann beispielsweise in einem Elektronenmikroskop ausgebildet sein, wo auch das rasterférmige Uberstreichen
erfolgen kann. Dieses rasterformige Uberstreichen der Maske geschieht in den durch das Inspektionsgerit

moglichen Ablenkbereichen (bis zu einigen mm2), wobei dieser Ablenkbereich kleiner wird, wenn der
Inspektionsstrahl mit gesteigerter Aufltsung verwendet wird. Eine komplette Inspektion der Maskenfolie (z. B.
50 mm x 50 mm) kann durch schrittweises Verschieben der Maske iiber den gegebenenfalls durch ein
Laserinterferometer kontrollierten Koordinatentisch erfolgen.

Der Inspektionsstrahl (fokussierter Elektronen- oder Ionenstrahl), welcher iiber die Maske "gerastert” wird, ist
in seiner Energie so eingestellt, da8 er im Fall der Rontgenstrahlmaske den Maskenfolienbereich durchdringen
kann, jedoch in den Absorberschichten (z. B. aus etwa 1 um dickem Gold oder Wolfram) eine bedeutende
Abschwiéchung erfahrt bzw. so abgebremst wird, daB in diesen Gebieten der Maskenfolie keine Durchdringung
mdglich ist. Im Falle der Inspektion von Maskenfolien fiir die Elektronen- oder Ionenstrahllithographie handelt es
sich um die Inspektion diinner Folien mit Strukturdffnungen. Die Energie des Inspektionsstrahls wird in diesem
Fall so eingestellt, daB der Inspektionsstrahl die Maskenfolie nicht durchdringen kann, jedoch ungehindert durch
die Offnungen der Maskenfolie gelangt. In beiden Fallen enthalt der die Maske durchdringende Inspektionsstrahl
eine exakte Ortsinformation und auch eine Information iiber die GréBe des vom Korpuskularstrahl iiberstrichenen
Maskenbereiches. .

Mittels der erfindungsgeméBen Vorrichtung wird iiber die Sekundérstrahlung ein Durchlichtbild der
inspizierten Maske erhalten, auf welchem im Vergleich zu einem Auflichtbild die Maskenkonturen wesentlich
Klarer, insbes. was deren UmriB betrifft, erkennbar sind, wobei das Durchlichtbild in einem Bildspeicher
aufgezeichnet werden kann,

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daB die Inspektion mit bereits bestchenden Geriten nach
bloB geringfiigigem Umbau durchgefiihrt werden kann. Bei Verwendung von Elektronen als Inspektionsstrahl
kann ein Elektronenmikroskop zu einem erfindungsgeméBen Inspektionsgerit ohne Schwierigkeiten umgebaut
werden. Soll zusitzlich zur Feststellung von Defekten auch die Lagegenauigkeit der Maskenstrukturen gepriift
werden, so kann die Inspektion in Elektronenschreibegeriten durchgefiihrt werden, also in Geriiten, wie sie fiir die
schreibende Herstellung von Maskenstrukturen Verwendung finden.

Wird davon Gebrauch gemacht, zus#tzlich zur Durchlichtaufnahme auch eine Auflichtaufnahme auszufiihren,
dadurch, da8, wie auch in Rasterelektronenmikroskopen iiblich, auf der der Emitterfléiche abgewandten Seite des
Aufnahmetisches der Maske ein weiterer Detektor (Auflichtdetektor) fiir Sekundirstrahlen, die von der Maske
ausgehen, angeordnet wird und dieser Detektor Signale an eine weitere Bildspeichereinrichtung abgibt, so wird die
Feststellung der Art des Fehlers erleichtert, weil anhand der feststellbaren Unterschiede, die zwischen dem
Auflicht- und dem Durchlichtbild bestehen, auf die Art des Fehlers geschlossen werden kann, also etwa darauf, ob
eine Fehleranzeige lediglich dadurch erfolgt ist, daB ein Staubkorn sich auf der Maske abgelagert hat oder ob
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tatsichlich ein Vorsprung in der Lochwandung oder gar eine das Loch querende Briicke vorhanden ist.

Durch Variation der Energie des Korpuskularstrahles ist es ebenfalls mdglich, die Art des Fehlers
festzustellen. Dies erfolgt auf dem Umweg iiber die Bestimmung der Materialstirke. Ein hochenergetischer Strahl
ist némlich imstande, eine gréBere Materialstirke zu durchsetzen als ein niederenergetischer Strahl. So wird z. B.
ein Staubkorn von einem Strahl relativ niedriger Energie durchsetzt werden und im Durchlicht nicht mehr
aufscheinen, Ein Strahl der gleichen Energie wird jedoch eine Materialbriicke nicht durchsetzen, wodurch in der
Abbildung der Maskensffnung festgestellt werden kann, daB an der betreffenden Stelle eine Materialbriicke
vorhanden ist.

Die Wahl des Inspektionsstrahls und die Wahl der Energie des Inspektionsstrahls richtet sich - insbesondere
bei der Inspektion von Maskenfolien mit Offnungen - nach dem Verwendungszweck der Maskenfolie. Wird
beispielsweise bei der Ionenprojektionslithographie eine Maskenfolie mit Offnungen, von einem Ionenstrahl mit
5 keV Energie bestrahlt, so erweist es sich als zweckmiBig, fiir die Inspektion einen Elektronenstrahl zu
verwenden, dessen Energie so eingestellt wird, dal die Reichweite der Elektronen des Inspektionsstrahles im
Maskenmaterial, der Reichweite der Ionen entspricht, welchem die Maske in der Ionenprojektionslithographie
ausgesetzt ist. Auf diese Weise werden jene Defekte detektiert, die auch bei der Strukturiibertragungsmethode
relevant sind.

Verwendet man im Falle der Ionenstrahllithographie zur Inspektion Ionen derselben Art und Energie wie zur
Lithographie, so werden nur diejenigen Unregelmifigkeiten abgebildet, die auch in der Lithographie von
Bedeutung sind, da die anderen ebenso wie bei der Lithographie durchsetzt werden.

Eine bevorzugte Ausbildung der erfindungsgeméfien Vorrichtung kennzeichnet sich dadurch, daB die
Emitterfliche auf einem mit dem Aufnahmetisch fiir die Maske verbundenen Halter, bevorzugt als Belag mit einer
hohen Massenzahl, beispielsweise Edelmetall-, insbesondere Goldbelag auf einem an dem Halter befestigten,
insbes. aus Silizium bestehenden Wafer ausgebildet ist. Eine Edelmetallauflage als Emitterfldche zeichnet sich
durch einen besonders hohen Sekundirelektronen-Emissionskoeffizienten aus.

Kleinere Fehler der Maske kénnen in der Vorrichtung selbst durch Absputtern repariert werden. Zu diesem
Zweck wird in Weiterbildung der Erfindung von einer Edelgaskanone zur Erzeugung von lonen, insbesondere von
einer Argonkanone, Gebrauch gemacht, die auf der der Emitterfliche abgewandten Seite des Aufnahmetisches
angeordnet ist und die gegen die Durchbrechung des Aufnahmetisches gerichtet ist. Wenn an einer Stelle durch
Vergleich des in der erfindungsgemiiBen Vorrichtung erzeugten "Ist"-Bildes mit dem Sollbild ein Fehler in Form
einer zus#tzlichen Materialanhdufung erkannt wird, wird die Edelgaskanone eingeschaltet und der Ionenstrahl aus
der Edelgaskanone solange gegen den Fehler gerichtet, bis eine Ubereinstimmung mit dem Sollbild erreicht ist.

Eine weitere Moglichkeit, die Art des Fehlers zu ermitteln, besteht im zus#tzlichen Einsatz eines
Rontgenstrahldetektors, der in einer bevorzugten Ausfiihrungsform des Erfindungsgegenstandes im Bereich
zwischen dem Auflagetisch fiir die Maske und der Emitterfléiche angeordnet und gegen die Durchbrechung des
Auflagetisches gerichtet ist. Die Energieanalyse der bei der Abbremsung auftreffenden Korpuskularstrahlen
ausgesandten Rontgenstrahlen ermdglicht Riickschliisse auf die chemische Zusammensetzung des georteten
Fehlers. :

Mittels der erfindungsgeméBen Vorrichtung kénnen auch Verunreinigungen durch diinne Schichten, welche
Aufladungserscheinungen auf Masken verursachen, und die dann zu einer lokalen Verzerrung des Bildes der Maske
auf dem Chip fiihren wiirden, erkannt werden. Solche Fehler kénnten von Systemen, die von Photonen Gebrauch
machen, nicht erkannt werden, da Photonen nicht zwischen leitenden und nichtleitenden Materialien unterscheiden
koénnen. Dariiberhinaus erlauben Korpuskularstrahlen die Untersuchung auch feinster Strukturen, welche bei
Verwendung von Photonen wegen der auftretenden Beugungserscheinungen nicht mehr beobachtet werden
koénnen. Dadurch ist es méglich, Abweichungen im Submikrometerbereich festzustellen.

Die Erfindung sieht auch Verfahren zum Inspizieren von Masken fiir die Rontgenstrahl- oder die
Korpuskularstrahllithographie vor, die sich dadurch auszeichnen, daB ein als Inspektionsstrahl dienender, insbes.
als fokussierter Ionen- oder Elektronenstrahl ausgebildeter Strahl iiber die Maske in an sich bekannter Weise
rasterférmig bewegt wird, und daB aus Sekundérstrahlen jener Strahlen, welche die Maske durchsetzt haben, ein
Bild erzeugt wird. Dieses Verfahren zeichnet sich im Vergleich zur Bildspeicherung nach dem
Transmissionsverfahren durch einfachere Ausfithrbarkeit aus. In Weiterbildung des Verfahrens zur Inspektion von
Masken fiir die Ionenstrahlprojektionslithographie mit einem Elektronenstrahl wird vorgesehen, da8 die
Elektronen des Inspektionsstrahles so beschleunigt werden, daB ihre Reichweite im Maskenmaterial annihernd
gleich der Reichweite der Ionen ist, welchen die Maske in der Ionenstrahlprojektionslithographie ausgesetzt ist.
Durch Anwendung dieses Verfahrens ist es moglich, jene Fehler zu detektieren, die auch bei der
Strukturiibertragung, z. B. auf einem Chip, relevant sind.

In besonderer Ausgestaltung des ersterwihnten Verfahrens werden zur Inspektion Ionen einer leichten
Ionensorte, z. B. Wasserstoff, eingesetzt, wobei anschliefend an die Inspektion, zur Reparatur, d. h. Abtragen
von Material, Ionen einer schweren Ionensorte, z. B. Argon, eingesetzt werden und gegebenenfalls die schweren
Tonen aus einer Ionenquelle ausgefiltert werden, die die leichten Inspektions- und die schweren Reparaturionen
generiert. Diese Verfahrensfiihrung erlaubt ein relativ langsames und damit genaues Arbeiten bei der Inspektion,
weil die leichten Ionen keine Verinderungen der Maske verursachen, wohingegen fiir den anschlieBenden
Reparaturvorgang dann schwere Tonen zur Verfiigung stehen, welche an den bei der Inspektion festgestellten
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Fehlstellen Material entfemen.

Die Ortsinformation wird mittels eines Koordinatentisches (x-y Tisch) mit Laserinterferometer erhalten. Ein
Referenzpunkt definiert dabei den Ausgangspunkt fiir die Messung (Ausgangspunkt des Koordinatensystems). Als
Referenzpunkt kann hiebei etwa eine Marke dienen,

Zunichst wird durch Verschiebung des Auflagetisches, die Referenzmarke der Maske in das Bildfeld der
Inspektionseinrichtung gebracht, und die gemessenen Koordinaten werden als Nullpunkt definiert. Die GroBe des
Bildfeldes ist durch die Breite der Strahlablenkung (+,- A x) und (+,- A y) gegeben, soda8 in ein und derselben
Tischposition die Fliche 2 A x . 2 A y durch den Strahl rasterformig iiberstrichen wird, wobei iiber den Detektor
die Abspeicherung im Bildspeicher erfolgt.

Das Ergebnis stellt nun ein Bild der Maskenstruktur (z. B. einen Steg oder ein Gitter) dar. Durch einen
Vergleich dieses Bildes mit dem im Bildspeicher bereits eingespeicherten Sollbild werden die Koordinaten der
Fehler im Feld der Grée 4 A x . A y erhalten.

Um die gesamte Maske zu untersuchen, wird das Maskenfeld mit Teilfeldern der GroBe 4 A x . A y iiberzogen.
Die jeweiligen tatsichlichen Koordinaten des Fehlers ergeben sich als vektorielle Summe aus den Koordinaten des
Tisches und den Bildspeicherkoordinaten des Korpuskularstrahlensystems. Die tatséichlichen Koordinaten der
Fehlerstellen werden auf einem Datentriiger, z. B. Band, abgespeichert und kénnen dann zum Auffinden der
Fehlerstelle in einer Reparatureinrichtung verwendet werden.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung beispielsweise naher erliutert. Es zeigt Fig. 1 einen
Schnitt durch eine erfindungsgeméBe Vorrichtung nach der Linie (I-I) in Fig. 2, die eine Draufsicht auf die
erfindungsgemiiBe Vorrichtung bei aus der Vorrichtung entfernter Maske zeigt, Fig. 3 einen Schnitt entlang der
Linie (III-IIT) in Fig. 2, und Fig. 4 eine gegeniiber Fig. 1 modifizierte Ausfihrungsform einer
erfindungsgemifien Vorrichtung.

In der Zeichnung ist mit (2) eine Maske bezeichnet, die im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel aus zwei
Halteringen (14, 15) besteht, zwischen welchen die eigentliche Maskenfolie (16) eingespannt ist. Die
Maskenfolie besitzt Strukturen (1), die zum Beispiel von Durchbrechungen (1) gebildet werden und
unterschiedliche Gestalt auf der Folie (16) aufweisen. Im Strahlengang eines Elektronenmikroskops ist ein
Aufnahmetisch (4) fiir die zu inspizierende Maske (2) angeordnet. Dieser Aufnahmetisch (4) besitzt eine
Durchbrechung (3) fiir den Durchgang der Elektronenstrahlen, nachdem diese die Strukturbereiche (1) der Maske
durchsetzt haben. Die Maske (2) ist auf eine U-férmig gestaltete Auflagefliiche (17) des Tisches (4) mit ihrem
unteren Haltering (15) auflegbar. Die Auflagefliche (17) ist iiber eine Schulter (18) von der Oberfliche (19)
des Tisches (4) abgesetzt. Unter der Durchbrechung (3) des Aufnahmetisches (4) ist eine Emitterfliche (5) fiir
Sekunddrstrahlung (6) angeordnet. Diese Sekundirstrahlung wird durch Strahlen (21) erzielt, welche die
Strukturbereiche (1) der Maskenfolie (16) durchsetzt haben und auf die Emitterfliche (5) auftreffen. Im
Emissionsbereich der Sekundérstrahlung (6) ist ein Detektor (7) fiir diese Sekundrstrahlung angeordnet. Dieser
Detektor (7) liefert der Sekundérstrahlung entsprechende Signale, die einem Bildspeicher zur Abspeicherung
zugefiihrt werden. Die vom Detektor (7) erzeugten Signale kénnen vor dem Bildspeicher noch modifiziert
werden. :

Die Emitterfldche (5) ist auf einem Halter (12) angeordnet, der mit dem Aufnahmetisch (4) fiir die Maske
(2) verbunden ist, beispielsweise mittels Schrauben (20). Auf dem Halter (12) ist ein bevorzugt aus Silizium
bestehender Wafer (8) befestigt, auf dem ein Goldbelag als Beschichtung zur Bildung der Ermitterfliche
aufgebracht ist. Die Emitterfliche (5) ist als plane Fliiche ausgebildet.

Wie Fig. 4 erkennen 148t, kann auf der der Ermitterfléiche (5) abgewandten Seite des Aufnahmetisches (4) der
Maske (2) ein weiterer Detektor (10) fiir Sekundirstrahlung (13) angeordnet sein, die von der Maske (12)
ausgeht. Dieser Detektor (10) arbeitet also im Aufsichtverfahren, er gibt seine Signale an eine weitere
Bildspeichereinrichtung ab.

Um Fehler der Maske unmittelbar nach ihrer Erkennnung reparieren zu konnen, ist an der der Emitterfliiche
(5) abgewandten Seite des Aufnahmetisches (4) eine Edelgaskanone (11) angeordnet, die gegen die
Durchbrechung (3) des Aufnahmetisches (4) gerichtet ist. Diese liefert einen auf der Maske fokussierten
Ionenstrahl, welcher einen als Materialanhiufung ansgebildeten Defekt nach und nach wegsputtert. Durch
Verschieben des Tisches konnen jeweils die zu bearbeitenden Defekte in den Wirkungsbereich des Edelgasionen-
Strahles gebracht werden.

Eine erhGhte Lagegenauigkeit der Maskenreparatur kann durch eine Ionenstrahlanordnung erreicht werden, in
der der Inspektionsstrahl nach erfolgter Inspizierung und erfolgter Fehlerfeststellung durch einen Reparaturstrahl
ersetzt wird, indem beispielsweise eine Duoplasmatronenquelle verwendet wird, die leichte (z. B. Wasserstoff) und
schwere (z. B. Argon) Ionensorten liefern kann. Uber eine Massenfilteranordnung kann jeweils die gewiinschte
Ionensorte durch die ionenoptische Anordnung auf das Substrat (Maske) gerichtet werden. Nach der Inspektion
und der Erkennung eines Defektes mit Hilfe eines Wasserstoff (oder Helium-) Ioneninspektionsstrahls kann die
Reparatur nach Anderung der Ionensorte, beispielsweise auf Argonionen, durchgefiihrt werden, wobei iiber die
Sputterwirkung iiberschiissige Maskendefektbereiche entfernt werden kénnen. Die Reparatur von Pinhole-
Defekten (Stecknadelloch-Defekte) kann durch ionenstrahlinduzierte Abscheidungen bewirkt werden, wobei hier
auch eine Nachbearbeitung der durch Abscheidung unerwiinscht bedeckten Bereiche, durch nachfolgenden
definierten Sputterabtrag moglich ist. Das Prinzip einer derartigen ionenoptischen Anordnung (FIRE: Fokussierte
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Ionenreparatureinrichtung) ist in der Zeitschrift Solid State Technology, Vol. 29, Heft 2, Seite 119-126,
Febr. 1986 beschrieben.

Zur Erkennung der Art eines etwaigen Fehlers der Maske kann in einer Ausfithrungsform der Erfindung im
Bereich zwischen dem Auflagetisch (4) fiir die Maske (2) und der Emitterfliche (5) ein energieanalysierender
Rontgenstrahldetektor (9) (EDS Detektor) angeordnet sein, der gegen die Durchbrechung des Auflagetisches (4)
gerichtet ist.

PATENTANSPRUCHE

1. Vorrichtung zur Inspektion einer Maske fiir die Rontgenstrahllithographie oder die Korpuskular-, insbes.
Ionenstrahllithographie, wobei fiir die Rontgenstrahllithographie die Maske mit Strukturen in Gestalt von fiir
Rontgenstrahlen undurchlissigen Bereichen und fiir die Korpuskular-, insbes. Ionenstrahllithographie die Maske
mit Strukturen in Gestalt von Durchbrechungen versehen ist, in welcher Vorrichtung im Strahlengang einer
Projektionseinrichtung ein fiir einen Inspektionsstrahl, der ein Korpuskularstrahl, z. B. ein fein fokussierter
Elektronen- oder Ionenstrahl sein kann, durchlissiger Aufnahmetisch fiir die zu inspizierende Maske angeordnet
ist und in der Vorrichtung weiters ein Detektor vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB der
Aufnahmetisch in an sich bekannter Weise als mit einer Durchbrechung versehener Koordinatentisch (4)
ausgebildet und gegebenenfalls drehbar ist und da unter der Tischdurchbrechung (3) eine Emitterfliche (5) fiir
Sekundirstrahlung (6), resultierend aus den die fiir Réntgenstrahlen durchléssigen Bereiche bzw. die Offnungen
(1) der am Aufnahmetisch (4) lagernden Maske (2) durchsetzenden Inspektionsstrahlen angeordnet ist und der
Detektor (7) als an sich bekannter Detektor fiir die von der Emitterfliche (5) kommende Sekundirstrahlung (6)
ausgebildet ist, und daB die Signale dieses Detektors (7), gegebenenfalls nach Modifikation, einem Bildspeicher
zufiihrbar sind und daB vorzugsweise eine weitere Bildspeichereinrichtung vorgesehen ist, die Signale aufnimmt,
die von einem auf der der Emitterfliche (5) abgewandten Seite des Aufnahmetisches (4) der Maske (2)
angeordneten Detektor (Auflichtdetektor) (10) fiir Sekundirstrahlen (13) kommen, die von der Maske (2)
ausgehen, ,

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Emitterfldche (5) auf einem mit dem
Aufnahmetisch (4) fiir die Maske (2) verbundenen Halter (12), bevorzugt als Belag mit einer hohen
Massenzahl, beispiclsweise Edelmetall-, insbesondere Goldbelag auf einem an dem Halter (12) befestigten,
insbes. aus Silizium bestehenden Wafer (8) ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB auf der der Emitterfliche (5)
abgewandten Scite des Aufnahmetisches (4) eine gegen die Durchbrechung (3) des Aufnahmetisches (4)
gerichtete Edelgaskanone (11), insbes. Argonkanone, zur Erzeugung von Edelgasionen angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich zwischen dem
Auflagetisch (4) fiir die Maske (2) und der Emitterfliche (5) ein gegen die Durchbrechung (3) des
Auflagetisches (4) gerichteter energieanalysierender Réntgenstrahldetektor (9) (EDS-Detektor) angeordnet ist.

5. Verfahren zum Inspizieren von Masken fiir die Rontgenstrahllithographie oder die Korpuskularstrahl-
lithographie, insbes. in einer Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, da§
ein als Inspektionsstrahl dienender, insbes. als fokussierter Ionen- oder Elektronenstrahl ausgebildeter Strahl iiber
die Maske in an sich bekannter Weise rasterférmig bewegt wird, und dal aus Sekundérstrahlen jener Strahlen,
welche die Maske durchsetzt haben, ein Bild erzeugt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5 zur Inspektion von Masken fiir die Ionenstrahlprojektionslithographie mit einem
Elektronenstrahl, dadurch gekennzeichnet, daB die Elektronen des Inspektionsstrahles so beschleunigt
werden, daB ihre Reichweite im Maskenmaterial annahernd gleich der Reichweite der Ionen ist, welchen die
Maske in der Ionenstrahlprojektionslithographie ausgesetzt ist.
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7. Verfahren nach Anspruch S5, dadurch gekennzeichnet, daB zur Inspektion Ionen einer leichten Ionensorte,
z. B. Wasserstoff, eingesetzt werden und daB anschlieBend an die Inspektion, zur Reparatur, d. h. Abtragen von
Material, Jonen einer schweren Ionensorte, z. B. Argon, eingesetzt werden und daB gegebenenfalls die schweren

Ionen aus einer Ionenquelle ausgefiltert werden, die die leichten Inspektions- und die schweren Reparaturionen
generiert.

Hiezu 2 Blatt Zeichnungen

A5
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